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Geは電子・正孔移動度がSiよりも高いことからSiに代わる新しいチャネル材料とし
て注目されている．NPFではGe(111)のドライエッチングを行ったのでそれを報告
する．

実験
Experimental

Ge (111)基板上にドットのパターンをフォトレジストで形成し，【AT-018】RIEに
てドライエッチングすることでGe (111)のエッチング深さを測定し．エッチングレー
トを求めた．RIEの条件はパワー30WでSF6/O2=6/54を用いた．
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Fig. 1にGe (111)の各エッチング時間に対するエッチング深さを示す．図からエッ
チング深さとエッチング時間の良好な線形性が見られ，プロットの傾きからエッチ
ングレートは93.0nm/minと見積もられた．今後はGe (111)を用いたFETの作製を
行い，デバイスの高移動度化を目指す．
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Fig. 1 SF6/O2プラズマによるGe (111)のエッチングレート
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